














































































































































































































































































































































































专利名称(译) 液晶显示装置和电子设备

公开(公告)号 US7847904 公开(公告)日 2010-12-07

申请号 US11/806148 申请日 2007-05-30

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所有限公司.

[标]发明人 KIMURA HAJIME

发明人 KIMURA, HAJIME

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/136

CPC分类号 G02B6/0051 G02F1/1343 G02F1/134363 G02F1/1368 G09G3/342 G09G3/3648 G02B6/0055 G02F1
/133371 G02F1/133502 G02F1/133524 G02F1/133528 G02F1/133553 G02F1/133555 G02F1/133603 
G02F1/133604 G02F1/13454 G02F1/136213 G02F1/136227 G02F2001/134318 G02F2001/134372 
G02F2001/136231 G02F2201/124 G02F2201/50 G09G2310/024 G09G2320/0252 G09G2340/16 
H01L27/1214 H01L27/1225

优先权 2006155471 2006-06-02 JP

其他公开文献 US20080002079A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

像素电极或公共电极是透光导电膜;因此，它通常由ITO形成。因此，增
加了制造步骤和掩模的数量以及制造成本。本发明的目的是提供一种半
导体器件，液晶显示器件和电子器具，每个都具有宽视角，较少的制造
步骤和掩模，并且与传统器件相比制造成本低。在同一步骤中形成晶体
管的半导体层，像素电极和液晶元件的公共电极。
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